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SILIZIUM - PLANAR - DIGDE
Allzweckdiode

Mechanische Daten:

GehKuse: Allglas, DO-T
Farbring: Katodenseite

Malangaben in mm
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Kurzdaten:
Sperrspannung Up - max. 150 V
Durchlabetrom, Mittelwert bei Oy 25 ¢ lp py = max, 130 ma
Durehlabatrom, Scheitelwert lp y = max, 200 mi
3E|-1-rr|ir.h|{‘.htt.r-np-nrntur ""':I max . 180 D['
DurchlaBspannung bei Ip = 100 ma, &; = 25 °C Up $ 2,5 ¥
Sperrstrom bei UR 150 v, &; = 25 °C In 5 100 nA
Eleinsignalkapazitit
bei Ug = 0, f = 1 MAz e 4 15 pF
Sperrverzigerungszeit
be im Umschalten veon Igp = 30 mA auf Up = 35 V ter - 0,25 us
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von Ip 10 mA auf Up = 65 ¥ Ug = 550 pAs
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Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung:

Durchlafatrom, Mittelwert:
Durchlafstrom, Scheitelwert:
flherlastunga-Stromatel, t $1 us:
ilberlastungs—-Stromstof, t 21 s

Sperrachichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewideratand:

Statische Hennwerte:

Datasheet
Ug - max. 150 ¥
Ip oy = max. 130 ma ')
IF u “ mAax. 200 mA
ip gtpp = ®AX. 1500 mA
ip giop = =8X. 350 mA
35 = max. 180 °C
tq = min., =65 %C
g = max. 200 °C
Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung: Ryp ¢ < 0,4 grd/mW
1p - - 25 °; v S e ‘)
Durchlabspannung bei Ip = 100 mA, 34 25 “C: g 2,
bei Ip = 200 mA, 85 = 190 °C: Up $ 3.8 ¥
Sperratrom bei UR = 150 V, EJ = 85 %¢. IR S 100 nA ¥)
bei Up = 150 V, 8; = 150 °C: Iy b 100 WA

1} Integrationszeit tav = max, <0 mas;

Temperaturabhiingigkeit sowie Grenzwerte fiir Gleichrichter- und Impulabetrieb

sind den Kennlinien zu entnehmen,

) AQL = 0,65 %
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Dynamiache hennwerte: (bei 3, 25 %)
Kleinsignalkapazitiit bei ”H =0, f =« 1 MHz: c & 15 pF

Sperrverzugsladung ;
beim Umschalten von Ip = 10 mA auf Ug = 5 V ( R=5008) : Qs = 550 (2 700) pAs

Oszillograf

R = 10M0
C = 30pF

Sperrverzigerungszeit
heim Umschalten von ||II = 30 mA auf U-R a5 v (R=2,0kQ),

gemessen bei ip = 4 mA: top = 0,25 LB
gemesaen bei ip = 230 uA: trr 3 0,5 I
f (230pA) g
i 0 - -
230uA
| | L Oszillograt
U =Ug+IR; ;g E[] R = 10MQ
R;= 500 Q = e <
@ C = J0pF
V.= 05 =
tr2 0lps a amAl-
Fp = 50kHz
1Y
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IF avmax I v mox=Maximal zuldssiger arithmetischer Mittelwert
(ma) des Durchlofstromes bei Impulsbetrieb,
,310ms, Up 150V
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